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Objetivos

Nos ultimos anos, as tecnologias wide-
bandgap vém sendo alvo crescente de estudos
em aplicagbes devido as suas caracteristicas
intrinsecas, tornando-as solugdes em circuitos
que o silicio ndo atende as necessidades [1].
Com base nesse cenario, as pesquisas desses
semicondutores concentram-se em ambientes
extremos, como a area de aplicagbes em
poténcia, onde ha o emprego extensivo de
dispositivos baseados em SiC, por sua baixa
condutividade térmica e capacidade de
suportar tensbes elevadas. Dito isso, essa
preferéncia por SiC acaba colocando os
dispositivos GaN em segundo plano,
entretanto, a alta mobilidade presente nesse
semicondutor pode ser explorada em diversas
areas que exigem alta frequéncia, como é o
caso de telecomunicagdes e a area médica [5].
Assim, este trabalho tem como objetivo
explorar a versatilidade dos dispositivos GaN e
sua aplicacdo em bisturis elétricos, um
equipamento revolucionario e de extrema
importancia nas cirurgias modernas [6].

Métodos e Procedimentos

Foi realizado o estudo dos circuitos
utilizados atualmente nas ESUs -
Electrosurgical  Units, equipamentos que
cotidianamente chamados de bisturis elétricos
e que sao usados em procedimentos
eletrocirurgicos, isto é, a aplicagdo de corrente
elétrica alternada e de alta frequéncia
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(radiofrequéncia) ao tecido biolégico com o
objetivo de cortar, coagular, desidratar ou
fulgurar tecidos [2][3].

Com isso, das diversas topologias
possiveis de circuitos, foi escolhida a topologia
Full-Bridge para a implementagdo de dois
pares de mosfets GaN em conjunto com um
filtro ressonante na saida [4][7].

Definido o circuito, foram realizadas
simulacbes no software LTspice a fim de
visualizar a resposta do mesmo a um
chaveamento de alta frequéncia (4 MHz) e
diferentes tipos de cargas resistivas, de forma a
emular os diversos tipos de tecido no corpo
humano.

Resultados

Com a simulagdo do circuito
apresentado na Figura 1, foi possivel obter os
resultados apresentados a seguir.

Figura 1 - Esquematico do circuito no software
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Apresentada abaixo, a Figura 2 ilustra
o chaveamento das duas partes da ponte.
Nota-se que ambos os lados operam de
maneira complementar, com um pico
observado no ponto de chaveamento. Esse
comportamento € caracteristico dos drivers

utilizados nesse tipo de semicondutor,
especialmente em aplicagbes de alta
frequéncia.
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Flgura 2- Comparagao entre os sinais de saida dos

pares de mosfets.

Finalmente, a Figura 3 apresenta a
saida apos o filtro, onde o tecido do paciente é
modelado como um resistor. Ao analisar a
saida, observa-se que a aplicagao do filtro
resulta em um sinal senoidal com leves
distor¢bes. Além disso, nota-se que a tensao
varia de acordo com a carga acoplada,
passando de 144V com R = 25Q para quase
400V com R = 125Q.

Figura 3 - Saida do circuito FB pos filtro com uma

carga para a simulagédo de tecidos do paciente
Conclusodes

Os semicondutores de nitreto de galio
(GaN) apresentam propriedades fisicas e
vantagens significativas que os tornam ideais
para aplicagbes em geradores eletrocirurgicos.
Conforme avaliado nesta pesquisa, a alta
frequéncia de operagéo, eficiéncia energética,
capacidade de operagédo em altas temperaturas
e a possibilidade de miniaturizagdo fazem do
GaN uma escolha promissora para melhorar a
precisdo, segurangca e  eficacia  dos
procedimentos eletrocirdrgicos. A medida que a

pesquisa e o0 desenvolvimento continuam,
espera-se que a tecnologia GaN desempenhe
um papel cada vez mais importante na
inovagao dos dispositivos médicos,
contribuindo para avangos significativos na
pratica cirurgica e, além disso, que seu uso se
torne cada vez mais prevalente, contribuindo
para outras inovagdes tecnoldgicas e um futuro
mais sustentavel.
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